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現在深紫外光源として用いられているガス光源は、有害物質の使用や筐体の大きさ、低寿

命で大きな消費電力を必要とするといった問題を抱えている。この問題を解決する無害で

小型の固体光源として MgZnO に注目している 1,2)。これまでの研究で MgO 基板上に Mg 組

成 95%の MgZnO 薄膜を作製し、波長 199nm での真空紫外発光を報告してきた 3)が、MgO

薄膜自体の発光特性および構造評価は、発光メカニズムの解明のために重要である。そこで

MgO 薄膜のホモエピタキシャル成長とその評価を行ったので報告する。 

MgO 薄膜はミスト CVD 法を用いて MgO(001)基板上に成長した。原料溶液として MgCl2･

6H2O を前駆体とした 0.04mol/L の溶液を用い、成長温度は 750℃とした。図 1 は、アニール

処理前の MgO 基板(a)と酸素ガスとともにアニール処理のみを行った MgO 基板(b)、そして

成長した MgO 薄膜(c)の原子間力顕微鏡(AFM)による観察像である。MgO 基板とアニール

処理を行ったMgO基板の表面平均粗さ(RMS)の値はそれぞれ0.091nm, 0.088nmであったが、

MgO 薄膜を成長させた MgO 基板では 0.177nm となり、RMS値が大きくなった。さらに

(a)、(b)では確認出来なかったピットが確認された。これは MgO 薄膜成長中に薄膜表面にお

いて再蒸発に伴い生成されたピットが観察されたものと思われ、MgO 薄膜が MgO 基板上

に形成されている事が示唆される。当日は MgO 薄膜の構造評価に加えてカソードルミネッ

センス(CL)測定による発光特性についても発表予定である。 
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Fig1 : Surface AFM image of (a) the MgO substrate, (b) the MgO substrate after annealing, and (c) the MgO thin 

film on the MgO substrate. The scanning range is 1m square. 
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